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1. Procedeu de fabricare a dispozitivului semiconducto jongiune p-n in relief, care include degresarea n
solvent organigi corodarea in sotie amoniaca a unui substrat semiconductor executat in fiod® plachet
din compus A3B5 de tip n sau p dezorientat crigtafic cu 3..5° (100) spre (110); formarea pe acesta a unei
microstructuri in relief, de exemplu, prin decapacbimic in soldie acidi selectida HCI-HNO3-H20O; crgterea
epitaxiah pe suprafg substratului a unui prim strat din semicondudertip similar substratului; formarea
jonctiunii p-n prin craterea epitaxidl pe supraf@ primului strat a stratului al doilea din semicocir de tip
opus primului strat; Taturarea straturilor de pe partea postetioarsubstratului, de exemplu, prifefuire
mecanid; depunerea contactelor, de exemplu, prin aplicarezdte un strat metalic pe suptafatratului al
doileasi pe suprafga posterioar a substratuluisi decuparea structurii glute n cristale.

2. Procedeu de fabricare a dispozitivului semiconducto jongiune p-n in relief, care include degresarea in
solvent organigi corodarea in sotie amoniaca a unui substrat semiconductor executat in fiod® plachet
din compus A3B5 de tip n sau p dezorientat crigh@fic cu 3..5° (100) spre (110); csterea epitaxidl pe
suprafga substratului a unui prim strat planar din semitaor de tip similar substratului; depunerea pe
suprafga primului strat a unui strat din material amorf kidrat al oxidului de metal A prin introducerea
substratului Tn solie saturat de sare a metalului A cu valoarea pH.81; formarea pe acesta a unei
microstructuri in relief prin introducerea subatiat la momentul sau ulterior depunerii stratulin anaterial
amorf intr-un cAmp magnetic alternativ, trataremiei in vid la temperatura de 23(B20°C timp de 2 ore, apoi
— Tn mediul cu prezea oxigenului la temperatura de 55610°C timp de 5 mingi tratarea chimig in soldie
amoniacal; formarea jongunii p-n prin crgterea epitaxidl pe supraf@ stratului din material amorf in relief a
stratului al doilea din semiconductor de tip opusnplui strat; infiturarea straturilor de pe partea posteticar
substratului, de exemplu, prigefuire mecanig; depunerea contactelor, de exemplu, prin aplicareate un
strat metalic pe suprgta stratului al doileai pe suprafga posterioar a substratuluigi decuparea structurii
ohtinute n cristale.



